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能である。ZSO薄膜のTEM-EDS
像を下の図に示す。ZSO薄膜は、
ZnOナノ粒子とそれを被覆する極
薄ZnO-SiO₂膜から構成されてい
ることがわかる。ZSO膜の特性
は、高透過率、高移動度、オーミッ
クコンタクト性を有するZnO本来
の特徴と、極薄ZnO-SiO₂により分
離されたZnOナノ粒子の量子サイ
ズ効果による低仕事関数化から生
みだされたものであることがわ
かった。有機ELディスプレイは、
高コントラスト、高速応答が特徴
で、スマートフォンやテレビで普及
してきているが、液晶と比較してコ
ストが高いことが課題となってい
る。特に、有機材料は高価である
と同時に蒸着プロセスを用いてい
ることから利用効率が低く代替材
料・プロセスのニーズが高い。
　AGCでは現在、有機EL電子輸送
層向けのZSOスパッタターゲット
を開発している。得られたター
ゲットはＤＣ放電可能であり大面
積のディスプレイパネルプロセス

　代表的な有機薄膜デバイスで
ある有機ELに用いられるn型半
導体材料は、高い電子供与性（低
仕事関数）、高移動度、高透過率お
よび化学的安定性が求められる。
一般的なn型有機半導体材料は、
低仕事関数、高透過率を有するも
のの、高移動度、化学的安定性の
要件を満たすのは困難である。
一方、酸化物半導体は高移動度、
高透過率、化学的安定性を満たす
多くのn型材料が存在するが、こ
れらの仕事関数は高く適用できな
い。AGCは元素戦略プロジェクト
電子材料研究拠点(TIES)細野栄誉
教授の下、これらの条件を満たす
n型酸化物半導体材料ZnO-SiO₂
（ZSO）の開発に参画させていた
だいた。
　スパッタ法により成膜された
ZSO薄膜は、0.3-1.0cm²/（Vs）と有
機薄膜より高い移動度を有し、か
つ～ 3.5eVという低仕事関数を
実現している。また、さまざまな
電極とオーミックコンタクトが可

に適用可能である。現在、有機EL
パネルメーカーにZSO薄膜を評
価いただいているところである。
その他にも、ZSOナノ粒子を担体
とした担持触媒を開発、ZSOの高
い電子供与性により、ＣＯ₂と水素
からメタノールを得る触媒として
高いメタノール生成速度が得ら
れることを見いだしている。この
ようにZn、Si、Oとありふれた元素
で構成されていながら高い電子
供与性をもつZSOは、有機デバイ
ス用途のみならずCO₂排出量削
減の観点からも有用な材料として
注目されている。

元素戦略から生まれたユニークな
物性をもつ透明酸化物半導体ZSO
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